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Uktad zabezpieczajgcy ogniwo Li-lon

Rozladowanie
akumulatorka litowo-
jonowego, ponizej
zalecanego minimalnego
napiecia, w znacznym
stopniu obniza jego
zywotno$é. Opisany
uklad zabezpiecza przed
tym akumulator,
odlqczajgc od niego
obciqzenie, gdy napiecie
obnizy sie do zadanego
progu.

Schemat elektryczny ukta-
du zabezpieczajacego przed-
stawiono na rys. 1. Dobierajac
odpowiednio stosunek R1 do
R2 mozna ustali¢ napiecie
w punkcie A na np. 3V. Gdy
napiecie baterii obnizy sie po-
nizej minimalnego, napiecie
w punkcie A stanie sie mniej-
sze od napiecia w punkcie B.
Napiecie to wynosi:

V,=1,25V+I1*R4=1,37V,
gdzie:

I=(V_, -1,25V)/(R3+R4)=
800nA, (V_, = napiecie mini-
malne).

Wtedy na wyjéciu wzmac-
niacza operacyjnego LT1495
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wystapi napiecie wysokie,
wlaczajac tranzystor T1 (p-
kanalowy MOSFET) i odla-
czajac w ten sposdb obciaze-
nie od baterii.

Napiecie baterii po odla-
czeniu obcigzenia wzrasta
nieco, przez dodanie rezys-
tora R5 wprowadzono wiec
pewna histereze uktadu, za-
pobiegajac oscylacjom wokoét
punktu przelaczania. Przy
zastosowanej rezystancji R5
histereza wynosi 92mV. Po-
taczenie moze zostaé przy-
wrécone, gdy napiecie bate-
rii przekroczy 3,092V. Napie-
cie histerezy zwieksza sie ze
wzrostem rezystancji RS,
a zmniejsza sie z jej zmniej-
szeniem. Wymagana wiel-
kos¢ tego napiecia zalezy od
impedancji wewnetrznej ba-
terii i od natezenia pradu ob-
cigzenia.

Ustalone przez dzielnik
R1, R2 napiecie przetaczania
jest w opisanym uktadzie
krytyczne. Jeéli jest ono zbyt
wysokie, uzyteczna pojem-
nosc¢ baterii nie bedzie w pet-
ni wykorzystywana. Jezeli na-
tomiast jest ono za niskie, ba-
teria bedzie zbytnio roztado-
wywana z wszystkimi tego
groznymi konsekwencjami.
Przy warto$ciach pokazanych
na schemacie, z uwzglednie-
niem tolerancji elementéw,
napiecie przetaczania miesci

NIPROJEKTY

sie miedzy 2,988V a 3,012V.
Bardziej praktycznym rozwia-
zaniem bedzie niewielkie
zmniejszenie wartoéci rezys-
tancji R1 i R2 i wstawienie
szeregowo miedzy te rezysto-
ry wieloobrotowego potencjo-
metru. Regulacja napiecia
przetaczania bedzie wtedy
doktadniejsza, a jako R1 i R2
moga zostaé¢ uzyte zwykle re-
zystory 1%. Przed rozpocze-
ciem uzytkowania ukladu za-
lecane jest dokladne spraw-
dzenie jego dzialania za po-
moca regulowanego zasilacza.
EE

Konstrukcje urzqdzenia
oparto na aplikacji firmy Li-
near Technology.

WYKAZ PODZESPOLOW

Rezystory

R1: 3,57MQ/1%
R2: 3MQ/1%
R3: 2,06MQ/1%
R4: 150kQ/1%
R5: 10MQ/1%

R, 1MQ
Potprzewodniki
IC1: LT1495
T1: IRF7207
D1: LT1389

Artykul publikujemy na
podstawie umowy z wydawcq
miesiecznika "Elektor Elec-
tronics”.
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